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получить имитационную модель в виде функции пересчета наработки на имитационное 

значение тока коллектора. Имитационная модель может быть применена 

для индивидуального прогнозирования значения напряжения коллектор–эмиттер 

для любых интересующих наработок применительно к однотипным экземплярам, 

не участвовавшим в описанных экспериментальных исследованиях. Использование 

тока коллектора в качестве имитационного воздействия позволило более оперативно 

выполнять прогнозирование значения электрического параметра и, следовательно, 

постепенных отказов транзисторов, нежели в случае использования температуры 

в роли такого воздействия.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

Е.В. Калита, А.И. Бересневич, С.М. Боровиков 

Эффективность защиты информации в разных сферах деятельности людей 

во многом определяется надежностью используемых электронных средств. Биполярные 

транзисторы большой мощности широко используются в электрических схемах 

управления, импульсных источниках питания и других функциональных частях 

электронных средств защиты информации и от их надежности по постепенным отказам 

во многом зависит работоспособность электронных устройств при длительном 

их функционировании. Одним из способов обеспечения требуемой надежности 

биполярных транзисторов по постепенным отказам является их индивидуальный отбор 

методом имитационных воздействий [1]. Суть метода состоит в выборе подходящего 

имитационного воздействия и получении с помощью предварительных исследований 

транзисторов интересующего типа имитационной модели в виде функции связи 

наработки с уровнем имитационного воздействия. Применение имитационной модели 

сводится к определению по модели значения имитационного воздействия, 

соответствующего заданной длительной наработке, и дальнейшему измерению 

у конкретного нового однотипного экземпляра значения электрического 

функционального параметра при рассчитанном уровне имитационного воздействия. 

Под «новыми» однотипными экземплярами понимают те экземпляры, которые 

не принимали участия в предварительных исследованиях – обучающем эксперименте. 

Результат измерения считают прогнозом электрического функционального параметра 

данного экземпляра для заданной наработки. С учетом прогноза принимают решение 

о соответствии или несоответствии данного экземпляра требованию надежности 

транзисторов по постепенным отказам. Традиционно в качестве имитационного 

воздействия вначале используют температуру. Исследования показали [2], 

что использование температуры имеет ряд существенных недостатков. Поэтому 

актуальным является выбор других, более эффективных имитационных воздействий. 

В качестве такого воздействия предлагается использовать ток коллектора транзисторов 

или напряжение коллектор–эмиттер. При этом следует различать рабочий ток 

коллектора (рабочее напряжение коллектор–эмиттер) при использовании транзистора 
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в электрической схеме электронного устройства и имитационный ток коллектора 

(имитационное напряжение коллектор–эмиттер). Имитационный ток (или напряжение) 

используется только для получения информации о значении электрического 

функционального параметра конкретного экземпляра для заданной наработки, 

т. е. в конечном итоге прогноз значению электрического параметра конкретного 

экземпляра дают по реакции этого параметра на рассчитанное имитационное значение 

тока коллектора (напряжения на коллекторе).  

Заинтересованные организации могут обращаться по e-mail: bsm@bsuir.by. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

О.В. Калита 

Еще 30 лет назад все проектирование систем производилось исключительно 

с помощью ручного труда. Компьютеризация внесла свои коррективы и в эту сферу 

деятельности. Проектировщики постепенно перешли от работы на кульманах к работе 

за ЭВМ. Одной из первых программ стала выпущенная в 1982 году Autocad. 

В 1989 появилась первая версия nanoCAD. До недавнего времени для проектирования 

систем защиты информации: будь то система видеонаблюдения, система контроля 

управления доступом или система охранной сигнализации хватало программ, 
помогающих проектировать в 2D-формате. Однако, время вносит свои коррективы. 
В последние 20 лет подрядчики и архитекторы стали все чаще использовать 

информационное моделирование зданий для сокращения конфликтов, расчета 

комплексных спецификаций материалов и получения красивых изображений в 3D, 

что позволяет совершенствовать сферу проектирования и строительства зданий. 

На рынке появились программы типа Revit. 

В настоящее время проектировщик это уже не просто инженер, умеющий 

проектировать системы. Это еще и специалист, освоивший программы 

для проектирования не только в 2D, но и в 3D. Самая большая проблема для 

организаций по проектированию инженерных систем, пытающихся перейти  

от 2D-программ (в частности, таких, как AutoCAD) к BIM в 3D, – это кадры. Старшее 

поколение инженеров работает в 2D-программах на протяжении двадцати и более лет, 

и они, разумеется, не горят желанием изучать новые программы. Однако, как 

ни странно, более молодому поколению инженеров по проектированию инженерных 

систем еще не преподают использование программ для BIM в учебных заведениях. 

Как следствие, если раньше подготовка специалистов велась в основном 

в области изучения нормативно-правовых актов, оборудования, то в настоящее время 

все больше времени занимает «программная» часть: изучение программ для проектирования 

систем. Задача ВУЗа в нынешних реалиях выпустить специалиста, обладающего 

знаниями в области не только проектирования систем, но и успешно освоившего 

программы для проектирования систем. Одним из преимуществ изучения программных 

комплексов в стенах ВУЗа является лучшая «усваиваемость» материала: при изучении 


